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Verfahren zur Strukturierung der Oberfiache elnes Substrate 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Strukturierung der Oberfiache eines Substrate, 
wobei das Substrat bereitgestellt und danach an einem Oberfldchenbereich des 
5 Substrate die Struktur erzeugt wird, indem auf den Oberfldchenbereich mindestens 
eine Losung aufgebracht wird, die wenigstens einen in einem Ldsungsmittel 
geldsten Feststoff enthdlt, wobei das Losungsmittel derart von der Oberfiache des 
Substrate entfernt wird, dass der Feststoff zuruckbleibt. 

10 Ein derartiges Verfahren zur Herstellung eines Biochips ist aus T. Vo-Dinh et al., DNA 
Biochip Using a Phototransistor Integrated Circuit, Analytical Chemistry, Band 71, Nr. 
2, Seite 358 ff. (15. Januar 1999) bekannt. Dabei wird zundchst ein sogenanntes 
Microarray hergestellt, indem auf einer als Substrat dienenden Nitrozellulosememb- 
ran eine Struktur aufgebracht wird, die eine Matrix mit einer Vielzahl von Feldern 

15 aufweist, in denen unterschiedliche biologischen Rezeptoren angeordnet sind. Bei 
der Herstellung des Microarrays werden die Rezeptoren mittels einer mit einer 
Picopumpe verbundenen Kapillamadel in flussiger Form auf das Substrat aufge- 
bracht. Die Kapillamadel hat einen Kapillardurchmesser von etwa 1 00 jxm, so dass 
die StrukturgroBe der mit Hilfe der Kapillamadel auf das Substrat aufgebrachten 

20 Felder etwa im 100 nm-Bereich liegt. Das Microarray dient zum qualitativen 
und/oder quantitativen Nachweis des Vorhandenseins von bestimmten Liganden 
in einer zu analysierenden Probe. Die Rezeptoren der einzelnen Bereiche unter- 
scheiden sich jeweils in ihrer Spezifitdt gegeniiber einem bestimmten, nachzuwei- 
senden Liganden. Dadurch ist es mdglich, die Probe mit Hilfe des Microarrays 

25 gleichzeitig auf das Vorhandensein mehrerer unterschiedlicher Liganden zu 
untereuchen. Zur Detektion eines in der Probe enthaltenen Liganden wird diese mit 
den auf dem Microarray immobilisierten Rezeptoren in Kontakt gebracht. Dabei 
bindet der Rezeptor, der fur den nachzuweisenden Liganden spezifisch ist, an den 
Liganden. Der dadurch entetandene Rezeptor-Uganden-Komplex Idsst sich mit Hilfe 

30 von Fluoreszenz nachweisen. Die einzelnen, die Rezeptoren enthaltenden Bereiche 
der Matrix werden dazu mit optischer Strahlung bestrahlt, welche die Rezeptor- 
Liganden-Komplexe zur Emission von Lumineszenzstrahlung anregt. Zur Detektion 
der Lumineszenzstrahlung wird das Microarray derart an der Oberfiache eines 
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CCD-Sensor-Arroys positioniert, dass die einzelnen Felder des Microarrays jeweils 
eine Photozelle des CCD-Sensor-Arrays uberdecken. Nachteilig ist dabei jedoch, 
dass die. Felder der Matrix noch relativ groSe Abmessungen aufweisen, die -wie 
eingangs bereits erwdhnt- elwa im 1 00 ,xm-Bereich liegen. Die StrukturgrbBen 
eines lypischen CCD-Sensor-Arrays betrdgt jedoch nur etwa 1 urn. Wurde man also 
ein Microarray mit 1000 x 1000 Feldern auf einem CCD-Sensor-Array positionieren, 
wurde allein fur die Phototransistor-Array des CCD-Sensors bereits eine Chipflache 
von 100 x 100 mm bendtigt, was einen solchen Halbleiterchip sehr teuer und 
unrentabel machen wurde. 



Aus DE 199 59 346 Al ist ein Verfahren bekannt, bei dem die Oberfldche eines 
Substrats mit einer fur eine aufcubringende Schicht undurchldssigen Maskierungs- 
schicht versehen und die Substanz danach in von der Maskierungsschicht nicht 
bedeckte Substratbereiche eingebracht wird. Danach wird eine Wdrmebehand- 
lung durchgefuhrt, bei der die Substanz in einen von der Maskierungsschicht 
uberdeckten Substratbereich diffundiert. Dabei stellt sich ausgehend vom Rand der 
Maskierungsschicht mit zunehmendem Abstand vom Rand nach innen in dem 
von der Maskierungsschicht uberdeckten Bereich ein Konzentrationsgefalle der 
Substanz ein. Nun wird die Maskierungsschicht entfernt, urn den darunter befindli- 
20 chen Substratbereich freizulegen. Dann wird eine in dem freigelegten Substratbe- 
reich befindliche oberfldchennahe Schicht des Substrats mittels einer chemischen 
Umwandlungsreaktion in eine Beschichtung mit einem dem Konzentrationsgefalle 
in der Substanz entsprechenden Schichtdickenverlauf umgewandelt. Danach wird 
die Beschichtung solange mit einem Atzmittel in Kontakt gebracht, bis in einem 
25 Teilbereich der Beschichtung, dessen Fldche kleiner ist als die von der ursprungli- 
chen Maskierungsschicht uberdeckte Substratfldche und in dem die Dicke der 
Beschichtung gegenuber den ubrigen Bereichen der Beschichtung reduziert ist das 
von dem Teilbereich uberdeckte Substratgebiet freigelegt ist. Nachdem die 
Beschichtung auf diese Weise bereichsweise abgetragen wurde, wird in dem 
30 freigelegten Oberfldchenbereich eine Metallschicht elektrisch abgeschieden, 
deren Abmessungen kleiner sind als die Abmessungen der ursprunglichen 
Maskierungsschicht. Das Verfahren hat sich in der Praxis insbesondere zur Herstel- 
lung kleiner metallischer Elektroden bewahrt. Ein Nachteil des Verfahrens besteht 
jedoch noch darin, dass es vergleichsweise aufwdndig ist und dass es auf be- 
35 stimmte Substratwerkstoffe beschrdnkt ist. Insbesondere ist das Verfahren zum 
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Aubringen einer Biokomponenenten aufweisenden Struktur auf das Substrat 
praktisch nicht geeignet. 

Aus Perichon Lacour, Stephanie et al v 'Stretchable gold conductors on elastomeric 
5 substrates', Applied Physics Letters, Band 82, Nr. 1 5, Seiten 2404-2406 ist ferner ein 
Vertahren zum Herstellen eines dehnbaren elektrischen Leiters bekannt, der auf 
einem elastischen Substrat dOnne Goldstreifen aufweist, die mit einer Druckspan- 
nung beaufcchlagt sind. Zur Beauftchlagung mit der Druckspannung wird das 
Substrat zunachst vorgedehnt. Dann werden die Goldstreifen durch eine Schatten- 
10 maske hindurch auf das Substrat abgeschieden. Danach wird die Dehnung des 
Substrats rOckgangig gemacht und anschlieBend wird die elektrische Leittahigkeit 
der Goldstreifen untersucht. Aufgrund dieser Untersuchung kommen die Autoren zu 
dem Ergebnis, dass es mbglich ist, dehnbare elektrische Leiter fur eine Verwendung 
in dreidimensionalen elektronischen Schaltkreisen herzustellen. 

15 

Aufgabe der Erfinung Ist es, ein Vertahren der Eingangs genannten Art zu schaffen, 
das es auf einfache Weise ermoglicht, auf dem Substrat eine Struktur mit reduzierter 
StrukturgrbSe zu erzeugen. 

20 Diese Aufgabe wird dadurch gelbst, dass das Substrat bereitgestellt und der 
Werkstoff des Substrats durch Aufbringen einer Zugspannung derart elastisch 
gedehnt wird, dass sich ein zu strukturierender Oberflachenbereich des Substrats 
vergroBert, wobei danach auf den vergroBerten Oberflachenbereich mindestens 
eine Losung aufgebracht wird, die wenigstens einen in einem Lbsungsmittel 

25 gelosten Feststoff enthalt, wobei dann die Dehnung durch Reduzieren Oder Entfer- 
nen der Zugspannung zumindest teilweise rGckgdngig gemacht wird, derart, dass 
sich die GrbSe der Struktur auf die GroBe der herzustellenden Struktur reduziert, 
wobei das Lbsungsmittel derart von der Oberfldche des Substrats entfernt wird, dass 
der Feststoff zuruckbleibt. 

30 

Das Lbsungsmittel kann vor, wdhrend und/oder nach dem Reduzieren oder 
Entfernen der Zugspannung von der Oberfldche des Substrats entfernt werden. 
Bevorzugt ertblgt das Entfernen des Losungsmittels jedoch nach dem Reduzieren 
oder Entfernen der Zugspannung. Dadurch wird vermieden, dass bei dem 
35 Schrumpfungsprozess mechanische Spannungen in die Struktur und/oder uber die 
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Struktur in das Substrat eingebracht werden. Die Losung kann durch Bespruhen, 
beispielsweise mit Hilfe eines Strahldruckers, Oder durch Bedrucken im Hochdruck, 
Tiefclruck und/oder Tampondruck auf das Substrat aufgebracht werden. Der 
Feststoff kann eine wasserlosliche organische und/oder anorganische chemische 
5 Substanz sein Oder eine solche enthalten, wie sie beispielsweise in der kombinato- 
rischen Chemie verwendet wird. 

Nach dem Erzeugen der Struktur wird die GroBe der Struktur reduziert, indem die 
Zugspannung reduziert oder entfernt wird, so dass sich das Substrat zusammen- 

10 zieht. Dabei verkleinern sich die Abmessungen der auf dem Substrat befindlichen 
Struktur. Auf diese Weise Idsst sich die Struktur in einer GroBe herstellen, die kleiner 
ist als die kleinste StrukturgroBe, die mit dem fur das Erzeugen der Struktur verwen- 
deten Strukturierungsverfahren unmittelbar herstellbar ist. Das Verfahren ermoglicht 
es, die GrdBen von Strukturen, die mit unterschiedlichen, von der GroBe nicht 

15 zueinander passenden Technologien hergestellt sind, aneinander anzupassen, so 
dass die mit diesen Technologien hergestellten Strukturen miteinander kombiniert 
werden konnen. Die aufgrund der Zugspannung in dem Substrat auftretende 
Dehnung, also die durch die Zugspannung bewirkte Langendnderung des 
Substrats dividiert durch die Abmessung des ungedehnten Substrats, kann mindes- 

20 tens 1 0%, ggf mindestens 50%, eventuell mindestens 1 00%, insbesondere mindes- 
tens 200% und bevorzugt mindestens 1 000% betragen. 

Die oben genannte Aufgabe wird auch dadurch geldst, dass das Substrat bereit- 
gestellt und auf einen Oberflachenbereich des Substrats, der gegenuber einem mit 

25 der Struktur zu versehenden Oberflachenbereich vergrdBert ist, mindestens eine 
Losung aufgebracht wird, die wenigstens einen in einem Losungsmittel geldsten 
Feststoff enthalt, wobei der Werkstoff des Substrats durch Aufbringen einer Druck- 
spannung derart elastisch gestaucht wird, dass sich die GroBe des Oberflachenbe- 
reichs, auf den die Losung aufgebracht wurde, auf die GroBe des mit der Struktur zu 

30 versehenden Oberfldchenbereichs reduziert, wobei das Losungsmittel derart von 
der Oberfldche des Substrats entfernt wird, dass der Feststoff zuruckbleibt. 

Dabei wird die Druckspannung vorzugsweise dauerhaft aufrechterhalten. Auch auf 
diese Weise Idsst sich die Struktur in einer GroBe herstellen, die kleiner ist als die 
35 kleinste StrukturgroBe, die mit dem fur das Erzeugen der Struktur verwendeten 
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Strukturierungsverfahren unmittelbar herstellbar ist. Das L6sungsmittel kann vor, 
wdhrend und/oder nach dem Aufbringen einer Druckspannung von der Oberfla- 
che des Substrats entfernt werden. 

5 Vorteilhaft ist, wenn das Substrat als Platte Oder Folie ausgebildet ist und wenn der 
Werkstolf des Substrats durch zentrische Streckung in der Erstreckungsebene des 
Substrats radial zu einem vorzugsweise etwa mittig zu dem Substrat angeordneten 
Zentrum gedehnt und/oder gestaucht wird. Durch diese MaSnahme ist es mbglich, 
die Abmessungen der Struktur in ihrer Erstreckungsebene in auer zueinander 

to verlaufenden Richtungen zu reduzieren, urn diese beispielsweise maBstabsgerecht 
zweidimensional zu verkleinern. Bei der Erzeugung der Struktur ist zu beachten, dass 
es sich bei der zentrischen Streckung urn eine Abbildung handelt, bei der sich die 
Flache nichtlinear zu der Dehnung verdndert. Auch kann es zu einer ungleichmd- 
Bigen Dehnung des Substrats kommen, wenn die Zug- und/oder Druckspannung 

15 ungleichmdBig oder unsymmetrisch in das Substrat eingebracht wird. Die gegen- 
uber der herzustellenden Struktur vergrbBerte Struktur muss dann entsprechend 
verzerrt auf dem Substrat erzeugt werden, urn diese UngleichmdBigkeiten zu 
kompensieren. 

20 Bei einer anderen Ausfuhrungsform des Verfahrens wird der Werkstoff des Substrats 
durch eindimensionale Streckung in der Erstreckungsebene des Substrats gedehnt 
und/oder gestaucht. Das Substrat wird also in einer Richtung gegen die Ruckstell- 
kraft seines Werkstofls lang gezogen bzw. zusammengedruckt. Bei diesem Verfah- 
ren ist bei einem homogenen Substrat mit uber seine Erstreckungsebene konstan- 

25 ter Dicke die Verdnderung des FldchenmaBstabs uber die Flache des Substrats 
konstant. 

Bei einer vorteilhaften Ausfuhrungsform der Erfindung werden die Lbsungen derart 
auf den Oberfldchenbereich aufgebracht, dass an der Oberfldche des Substrats 
30 eine Beschichtung gebildet wird, die eine Vielzahl von matrixfbrmig nebeneinander 
angeordneten, unterschiedlichen Beschichtungsbereichen aufweist. Eine derartige 
Beschichtung kann durch Bedrucken des Substrats mit den Lbsungen einfach und 
kostengunstig auf dem Substrat erzeugt werden. 
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Bei einer bevorzugten Ausfuhrungsfbrm der Erfindung wird zum Erzeugen der 
Struktur mindestens ein BiomolekGI auf das Substrat aufgebracht, das vorzugsweise 
an diesem anbindet. Das BiomolekGI kann Nukleinsduren Oder Derivate davon 
(DNA RNA PNA LNA Oligonukleotide, Plasmide, Chromosomen), Peptide, Proteine 
(Enzym, Protein, Oligopeptide, zelluldre Rezeptorproteine und deren Komplexe, 
Peptidhormone, Antikorper und deren Fragmente), Kohlenhydrate und deren 
Derivate, insbesondere glykosylierte Proteine und Glycoside, Fette, Fettsduren 
und/oder Lipide umfbssen. Als Ldsungsmittel ist vorzugsweise Wasser vorgesehen. 
Das Verfahren ermoglicht es, derartige Biomolekule ohne die Verwendung 
chemischer Substanzen auf der Oberflache des Substrats zu immobilisieren. Das 
Biomolekul kann kovalent Oder nicht kovalent immobilisiert werden. Da sich das 
Substrat nach dem Reduzieren Oder Entfernen der Zugspannung zusammenzieht 
und/oder beim Komprimieren verkleinert, reduziert sich die Fldche, auf der die 
Biomolekule immobilisiert sind. Da die Menge der Biomolekule konstant bleibt, 
nimmt dabei die Intensitat bzw. Konzentration (Anzahl der Teilchen pro Fldche) der 
Biomolekule zu. 



Vorteilhaft 1st, wenn das Substrat aus einem optisch transparenten Werkstoff besteht. 
Das Vertahren kann dann besonders gut zum Herstellen einer Struktur fur einen 
20 optischen Sensor verwendet werden. 



Bei einer zweckmd8igen Ausfuhrungsfbrm des Vertbhrens enthdlt das Substrat 
mindestens ein Elastomer, insbesondere Polypyrrol, Polyacetylen und/oder Poly- 
methylsiloxane (PDMS). Derartige Substate sind aus Eung Ju Oh etal v Electrochemi- 
cal synthesis and characterization of strechable polypryrrole films, Molecular 
Crystals an Uquld Crystals, Band 371, Seite 243 ff (2001), Akoi, Y., Current progress in 
synthesis of polyacetylene films, Synthetic Metals, Band 84, Nr. 1 -3, Seite 307 ff 
(l..Z)an. 1997) und Armani, Deniz et at., Re-configurable Fluid Circuits by PDMS 
Elastomer Micromatching, 12th International Conference on MEMS, MEMS 99, 
Orland (1998), Seite 222-227 bekannt und ermdglichen eine hohe elastische 
Dehnung bzw. Schrumpfung oder Stauchung. 



Besonders vorteilhaft ist, wenn das Substrat nach dem Reduzieren oder Entfernen 
der Zugspannung und/oder nach dem Aufbringen der Druckspannung auf eine 
vorzugsweise in einen Halbleiterchip integrierte Detektionsvorrichtung aufgebracht 
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wird, vorzugsweise derart, dass die Beschichtungsbereiche jeweils wenigstens einen 
Sensor der Detektionsvorrichtung abdecken. Mit diesem Verfahren lassen sich 
insbesondere Biochips, die eine Vielzahl von matrixformig angeordneten Feldern 
aufweisen, in denen von Biomolekulen Gberdeckte Sensoren angeordnet sind, 

5 kostengunstig herstellen. Insbesondere kann aufgrund der durch den Schrump- 
fungsprozess reduzierten Abmessung(en) der auf dem Substrat erzeugten Struk- 
turten) teuere Chipflache eingespart werden. Mit dem Verfahren kann der Abstand 
zwischen den Beschichtungsbereichen oder den Biomolekulen um mindestens 
10%, ggf um mindestens ein Drittel, eventuell um mindestens die Halfte, insbeson- 

10 dere um mindestens zwei Drittel und vorzugsweise um mindestens 90% reduziert 
werden. 



Bei einer bevorzugten Ausfuhrungsfbrm des Vertbhrens enthdlt das Substrat einen 
Keramikwerkstoff, vorzugsweise tetragonales Zirkoniumoxid, Magnesiumalumini- 
1 5 umoxid-Spinel und/oder Alpha-Aluminiumoxid. Ein derartiger keramischer Werkstoff 
ist in B.-N. Kim et al., A high-strain-rate superelastic ceramic, Nauture, Band 41 3, Seite 
288 (20.09.2001) beschrieben. Mit dem Verfahren lassen sich also auch Keramik- 
substrate strukturieren, weshalb das Verfahren auch in der Mikrosystemtechnik zur 
Anwendung kommen kann. 

20 

Nachfolgend ist ein Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung anhand der Zeichnung 
ndher erlautert. Es zeigen: 



Fig. 1 eine Aufeicht auf ein durch eine Kunststofflblie gebildetes Substrat, 

25 

Fig. 2 eine Aufeicht auf das Substrat nach dem dieses durch zentrische 
Streckung elastisch gedehnt wurde, 

Fig. 3 das in Fig. 2 gezeigte Substrat, nachdem an dessen Oberflache eine 
30 Struktur erzeugt wurde, 



eine Aufeicht auf das die Struktur aufweisende Substrat, nachdem das 
Substrat entgegen der Dehnung auf seine in Fig. 1 gezeigten ursprtingli- 
chen Abmessungen verkleinert wurde, 
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Fig. 5 eine Aufeicht auf einen Halbleiterchip, in den ein Array mit Photozellen 
integriert ist 

Fig. 6 den in Fig. 5 gezeigten Halbleiterchip nach dem Beschichten mit dem in 
5 Fig. 4 gezeigten, die Struktur aufweisenden Substrat, und 

Fig. 7 einen Querschnitt durch einen Halbleiterchip, auf den das die Struktur 
aufweisende Substrat aufgelegt ist. 

10 Bei einem Verfbhren zur Strukturierung einer Oberfldche wird ein etwa kreisschei- 
benforrniges Substrat 1 bereitgestellt dass als eine dunne Elastomerfblie ausgebil- 
det ist die sich in einer Ebene erstreckt, die der Zeichenebene in Fig. 1 entspricht. 

In einem zweiten Verfahrensschritt wird das Substrat in seiner Erstreckungsebene 
15 durch zentrische Streckung elastisch gedehnt, wobei das Zentrum der Streckung 
elwa im AAittelpunkt der Kreisscheibe angeordnet ist. Das Substrat 1 wird dazu 
zunachst an mehreren, vorzugsweise gleichmdBig uber den Umfang verteilten 
Befestigungsstellen seines AuBenrands eingespannt, um danach die Befestigungs- 
stellen etwa radial vom AAittelpunkt der Kreisscheibe weg nach auBen zu verschie- 
20 ben. Dabei wird in dem Substrat 1 eine Zugspannung erzeugt, welche die Elasto- 
merfolie elastisch verfbrmt. Durch einen Vergleich von Fig. 1 und 2 ist erkennbar, 
dass der Durchmesser des Substrats 1 nach der Dehnung etwa dem Vierfachen 
und die Grundfldche des Substrats etwa der sechzehnfachen Grundflache des 
unverformten Substrats entspricht. 

25 

In einem dritten Verfahrensschritt wird an der Oberfldche des Substrats 1 eine 
Struktur erzeugt. Mit Hilfe eines Strahldruckers werden dazu in einer Vielzahl von 
matrixfbrmig angeordneten, durch Zwischenraume voneinander beabstandeten 
Feldern 2 unterschiedliche Losungen auf das Substrat 1 aufgebracht. Die einzelnen 
30 Losungen enthalten jeweils ein Losungsmittel und mindestens ein darin gelostes 
DNA-Molekul. Letzteres bindet an der Oberfldche des Substrats an und bildet einen 
Beschichtungsbereich. 

In einem vierten Verfahrensschritt wird die Zugspannung entfernt, wodurch sich das 
35 Substrat 1 mit der darauf befindlichen Struktur aufgrund der Ruckstellkraft des 
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elastischen Substratwerkstoffs entgegen der Dehnung efwa auf seine ursprungliche 
GroBe zusammenzieht. Die Befestigungsstellen, an denen das Substrat eingespannt 
1st werden dazu radial auf den Mittelpunkt der Kreisscheibe zu in ihre ursprungliche 
Lage zuruckbewegt. Durch einen Vergleich von Fig. 3 und 4 ist erkennbar, dass sich 
durch diese Schrumpfung die Abmessung A welche die Felder 2 der Struktur 
ursprunglich aulwiesen, auf das Ma8 A' reduziert, das etwa ein Viertel der Abmes- 
sung A entspricht. Nun wird das in den Losungen enthaltene Ldsungsmittel von der 
Oberfldche des Substrats entfernt, so dass nur noch die Beschichtungsbereiche auf 
dem Substrat 1 verbleiben. 

In einem funften, in Fig. 5 gezeigten Verfbhrensschritt wird ein in der Zeichnung nur 
schematisch dargestellter Halbleiterchip 3 bereitgestellt, in den eine Vielzahl von 
optischen Sensoren 4 integriert sind. Wie in Fig. 7 erkennbar ist sind diese sind in 
einem oberfldchennahen Bereich des Halbleiterchips 3 angeordnet. 



In einem sechsten Verfbhrensschritt wird die der Struktur abgewandte Ruckseite des 
Substrats 1 derart auf der Oberfldche des Halbleiterchips 3 positioniert dass die 
einzelnen Beschichtungsbereiche jeweils mindestens einen optischen Sensor 4 
uberdecken (Fig. 6 und 7). Der so erhaltene Biosensor kann dann gegebenenfalis 
20 auBerhalb der die Beschichtungsbereiche aufweisenden Struktur mit einem 
Kunststoflgehduse umspritzt werden. 

Bei dem Verfahren zur Strukturierung der Oberfldche eines Substrats 1 wird also ein 
bereitgestelltes Substrat 1 durch Aufbringen einer Zugspannung derart elastisch 

25 gedehnt dass sich ein Oberfldchenbereich des Substrats 1, in dem eine Struktur 
erzeugt werden soil vergroBert. Danach wird in dem Oberfldchenbereich eine 
Struktur erzeugt, die gegenuber einer herzustellenden Struktur vergroBert ist. Dann 
wird die Dehnung des Substrats 1 durch Reduzieren Oder Entfemen der Zugspan- 
nung zumindest teilweise ruckgdngig gemacht, derart, dass sich die GrdBe der 

30 Struktur 1 auf die GroBe der herzustellenden Struktur 1 reduziert. In dem Werkstoff 
des Substrats 1 kann auch eine Druckspannung erzeugt werden, urn die GrdBe der 
Struktur auf die GrdBe der herzustellenden Struktur zu reduzieren. Der Oberfldchen- 
bereich kann auch mit einer Struktur versehen werden, die gegenuber der herzu- 
stellenden Struktur vergroBert ist. Danach wird der Werkstoff des Substrats 1 durch 

35 Aufbringen einer Druckspannung derart elastisch gestaucht wird, dass sich die 
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GroBe der Struktur auf die Gr66e der herzustellenden Struktur reduziert. Zum 
Beschichten des Substrats 1 wird mindestens eine Losung auf das Substrat 1 
aufgebracht, die wenigstens einen in einem Losungsmittel gelosten Feststoff enthdlt. 
Das Losungsmittel wird danach von der Oberfldche des Substrats 1 entfernt, derart, 
5 dass der Feststoff zurOckbleibt. 
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Potentanspruche 

1. Verlbhren zur Strukturierung der Oberfldche eines Substrats (1), wobei das 
Substrat (1) bereitgestellt und der Werkstoff des Substrats (1) durch Aufbringen 

5 einer Zugspannung derart elastisch gedehnt wird, dass sich ein zu strukturie- 

render Oberfldchenbereich des Substrats (1) vergroBert, wobei danach auf 
den vergrdBerten Oberfldchenbereich mindestens eine Ldsung aufgebracht 
wird, die wenigstens einen in einem Losungsmittel gelosten Feststoff enthalt, 
wobei dann die Dehnung durch Reduzieren Oder Entfernen der Zugspan- 

lo nung zumindest teilweise ruckgdngig gemacht wird, derart, dass sich die 

GrdBe der Struktur auf die GrdBe der herzustellenden Struktur reduziert, wo- 
bei das Losungsmittel derart von der Oberfldche des Substrats (1) entfernt 
wird, dass der Feststoff zuruckbleibt. 

15 2. Verfdhren zur Strukturierung der Oberfldche eines Substrats (1), wobei das 
Substrat (1) bereitgestellt und auf einen Oberfldchenbereich des Substrats, 
der gegenuber einem mit der Struktur zu versehenden Oberfldchenbereich 
vergrdBert ist, mindestens eine Ldsung aufgebracht wird, die wenigstens ei- 
nen in einem Losungsmittel gelosten Feststoff enthalt, wobei der Werkstoff 

20 des Substrats (1) durch Aufbringen einer Druckspannung derart elastisch ge- 

staucht wird, dass sich die GroBe des Oberfldchenbereichs, auf den die Ld- 
sung aufgebracht wurde, auf die GrdBe des mit der Struktur zu versehenden 
Oberfldchenbereichs reduziert, und wobei das Losungsmittel derart von der 
Oberfldche des Substrats (1 ) entfernt wird, dass der Feststoff zuruckbleibt. 

25 

3. Verfdhren nach Anspruch 1 Oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass das 
Substrat (1) als Platte Oder Folie ausgebildet ist und dass der Werkstoff des 
Substrats (1) durch zentrische Streckung in der Erstreckungsebene des Sub- 
strats (1) radial zu einem vorzugsweise etwa mittig zu dem Substrat (1) ange- 

30 ordneten Zentrum gedehnt und/oder gestaucht wird. 

4. Verfdhren nach einem der Anspruche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, 
dass der Werkstoff des Substrats (1) durch eindimensionale Streckung in der 
Erstreckungsebene des Substrats (1) gedehnt und/oder gestaucht wird. 
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Verfahren nach einem der AnsprOche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Lbsungen derart auf den Oberfldchenbereich aufgebracht wird, 
dass an der Oberfldche des Substrats (1) eine Beschichtung gebildet wird, 
die eine Vielzahl von matrixfbrmig nebeneinander angeordneten, unter- 
schiedlichen Beschichtungsbereichen aufweist. 

Verfahren nach einem der AnsprOche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet 
dass zum Erzeugen der Struktur mindestens ein Biomolekul auf das Substrat 
(1) aufgebracht wird, das vorzugsweise an diesem anbindet. 

Verfahren nach einem der AnsprOche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, 
dass das Substrat (1) aus einem optisch transparenten Werkstoff besteht. 

Verfahren nach einem der AnsprOche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet 
dass das Substrat (1) mindestens ein Elastomer enthdlt, insbesondere Poly- 
pyrrol, Polyacetylen und/oder Polymethylsiloxane (PDMS). 

Verfahren nach einem der AnsprOche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, 
dass das Substrat (1) nach dem Reduzieren Oder Entfernen der Zugspan- 
nung und/oder nach dem Aufbringen der Druckspannung auf eine vor- 
zugsweise in einen Halbleiterchip (3) integrierte Detektionsvorrichtung aufge- 
bracht wird, vorzugsweise derart, dass die Beschichtungsbereiche jeweils 
wenigstens einen Sensor (4) der Detektionsvorrichtung abdecken. 

0. Verfahren nach einem der AnsprOche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet 
dass als Substrat (1) einen Keramikwerkstoff enthdlt, vorzugsweise tetragona- 
les Zirkoniumoxid, Magnesiumaluminiumoxid-Spinel und/oder Alpha- 
Aluminiumoxid. 
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